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f.S7 1 Abstract: T he invention relates to a conductor crossover for a semiconductor detector, particularly for a drift detector for con- 
ducting X-ray spectroscopy. The conductor crossover comprises at least two doped semiconductor electrodes (2), which are placed 
inside a semiconductor substrate (1), at least one connecting conductor (M), which is guided over the semiconductor electrodes 
(2), and a first insulating layer (Ox). An intermediate electrode (L) is situated between the connecting conductor (M) and the first 
insulation layer (Ox). Said intermediate electrode overlaps the area of the semiconductor substrate (1) between the semiconductor 
electrodes (2) and is electrically insulated from the connecting conductor (M) by at least one additional insulation layer (I). The in- 
vention also relates to a drift detector equipped with a conductor crossover of this type and to a detector arrangement for conducting 
X-ray spectroscopy. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine LeitungsUberfiihrung fUr einen Halbleiter-Detektor, insbesondere fur einen Driftdetektor zur 
Rontgenspektroskopie beschrieben, die mindestens zwei in einem Halblcitcrsubstrat (1) angeordnete dotierte Halbleiterelcktroden 
(2), mindestens eine uber die Halbleiterelektroden (2) gefuhrte Anschlussleitung (M) und eine erste Isolationsschicht (Ox) umfasst, 
wobei zwischen der Anschlussleitung (M) und der ersten Isolationsschicht (Ox) eine Zwischenelektrode (L) angeordnet ist, die den 
Bereich des Halbleitersubstrats (1) zwischen den Halbleiterelektroden (2) uberdeckt und durch mindestens eine weitere Isolations- 
schicht (I) gegeniiber der Anschlussleitung (M) elektrisch isoliert ist. Es werden auch ein mit einer derartigen Leitungsuberfuhrung 
ausgestatteter Driftdetektor und eine Detektoranordnung zur ROntgenspektroskopie beschrieben. 



